FLACHENTRANSISTOREN

Ausgabe: November 1957

OC 816
p-n-p-Fldchentransistor

In Vorbereitung

il

Farbpunkt?)

Verwendung:

Emitier
- - 9 Basis
! Kollektor

Der Transistor OC 816 ist geeignet fiir Endstufen kleiner Leistung, fir Vor-
verstarkerstufen und Treiberstufen fiir Gegentaktendverstdrker, z. B. fiir

2 OC 821.

Kennwerte:

Emitterschaltung gemessen bei

o —= 25°C; —Ucg =6V — Jc = 2 mA; f = 1 kHz
KurzschluB3-Eingangswiderstand h',, == 0,4+ 2
Leerlauf-Spannungsriickwirkung h'is —  4-.. 25.10—4
KurzschluBB-Stromverstdrkung hyy, = 20---100%)
Leerlauf-Ausgangsleitwert h',, — 20---150
Leistungsverstarkung G’ — 32 -+ 45
(bei —Uce =6V; —Jc =1mA; RL = 50 kQ)

Rauschfaktor F < 25
(bei —Uce =1V; —Jc =1mA; Rg = 500 Q, f =1 kHz)
Grenzfrequenz for = 300

(gemessen in Basisschaltung bei — Ucg = 6 V; — Jc = 2 mA)

1) s. Seite 2
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FLACHENTRANSISTOREN

Ausgabe: November 1957

OC 816

p-n-p-Fldchentransistor
In Vorbereitung

Maximalwerte:

Kollektorreststrom

bei — Ucg =6V Je= 0: — Jco << 20 LA
bei —Ucg — 6V Jg=0:  —/J < 400 uA
Kollektorrestspannung

bei — Jc = 10 mA — UR < 0,3 \'
Kollektorspannung — UcEmax = 10 \'/
Kollektorspitzenspannung — UcEsp = 13 N
Kollektorstrom — Jemax — 20 mA
Kollektorspitzenstrom — Jesp == 30 mA
Verlustleistung Nymax = 20 m VV?2)
Sperrschichttem peratur Pimax — 65"  C
Wdrmewiderstand % — 0,4° C/mW
Tem peraturbereich Hor — —40--: }-65°C

1) Farbkennzeichnung
20 - - - 30 rot 40 . - - 50 gelb 60 --- 75 blau

30 - - - 40 orange 50 .. - 60 grin 75 .- -100 violett

2) Gesamte im Transistor auftretende Verlustleistung (Emitter- und Kollek-

torverlustleistung).
Sie ist abhdngig von der Umgebungstemperatur.

s. Bl. OC 816 Seite J.
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OC 816
p-n-p-Fldchentransistor

In Vorbereitung

Kennlinienfeld in Basisschaltung
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FLACHENTRANSISTOREN
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OC 816
p-n-p-Fldchentransistor

In Vorbeitung

Kennlinienfeld in Emitterschaltung
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OC 815; OC 816
p-n-p-Fldchentransistoren

In Vorbereitung

Temperaturabhdngigkeit des Kollektorreststromes
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